/) THOMSON-CSF ESM 737
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS
NPN HIGH VOLTAGE POWER DARLINGTON
DARLINGTON DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION
ADVANCE INFORMATION
VCEO sus 400V
High voltage darlington, IC sat 7A
designed for applications
such as:
- Cars ignitions
- Motor controls - J
- Relay drivers
Darlington haute tension, adapté )
aux applications suivantes :
- Allumages électroniques
- Commandes de moteurs
- Commandes de relais
B
c
E
Case
J Bomier 10 220(CB117) J
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) e )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 400 v
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 600 v
Emitter-base voltage
Tension-émetteur base VEBO 5 v
Collector current Ic 8 A
Courant collecteur IcM 16
Base current | 2
Courant base B IBM 4 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot & w
Storage and junction temperature Tj 175
(empérarure de jonction et de stockage Tstg —65 +175 °C J
—
Junction case thermal resistance .
Résistance thermique jonction boitier Rth(]-c) 2 CIW

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
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ESM 737

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS MIN. | TYP. | MAX. UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE

Ic=3A L=15mH
VCEO sus 400 v
IB=0 Vclamp = VCEO sus
0,25 Tcase=25°C VCg =600V
ICEX mA
3 Tcase=100°C VBg=—1,5V
leBO ) 20 | mA VBE=4V  Ic=0

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT CONDUCTEUR

h21E 300 Ic=3A VCE=4V
1.5 \" Ic=3A Ig =30 mA
VCE sat*
2 v Ic=6A IB= 120 mA
VBE sat* 1.8 v Ic=3A IB=30mA
* Pulses tp=300ps 2+<2% Unless otherwise stated Tease = 25°C

Impulsions Sauf indications contraires
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> THOMSON-CSF SUPERSWITCH

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

ESM 738T

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR

TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION

—
SUPERSWITCH

HIGH POWER , HIGH VOLTAGE TRANSISTOR SUITED FOR USE
IN DARLINGTONS AND PARALLEL MOUNTING -
MOTORS CONTROL - DC/AC INVERTERS - BREAKERS

Data sheet tail d for swi i i

* High current :60 A in Darlington configuration
* Information for paraliel mounting
* Wide surge ares 150 A — 400 V
* Base drive specified for different values of Ic

TRANSISTOR DE PUISSANCE , HAUTE TENSION , ADAPTE A
L’UTILISATION EN DARLINGTON ET LE MONTAGE EN PA-
RALLELE

COMMANDE DE MOTEURS — GENERATEURS CONTINUS ET AL -
TERNATIFS — DISJONCTEURS

pourla

* Fort courant : 60 A en Darlington

e )

VCEOsus 400 v
VCEX 500 V
ICsat 30A
IcsM 150 A
t(30A) <12us

—

Case
L TO 83
Boitier
Mounting with M 12 screw

Montage avec vis M 12

* Ce isation pour le on el -
* Aire de surcharge étendue 150 A — 400 V Torques Min:14amaN
*C de base spécifiée pour di valeurs de Ic Couple de serrageMax:18 ma N
\_ _J y
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 400 v
Collector-emitter voitage
Tension collecteur-émetteur Vee=—15V Vcex 500 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 7 v
Collector current Ic 60 A
Courant collecteur p<10ms fcm 80
Base current g | 10 A
Courant base < 10ms Ism 25
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 350 w
Junction temperaturs t —-65+175 oc
Température de jonction
- _J
~ )
X i thermal resi:
s hermique jonction boitier max Reh(j<) 043 °°’WJ
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 Février 1982 1/8
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-CSF
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ESM 738T

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES **

Typ I Max [ UNIT l TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE |

SYMBOL Min

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE

VCEOsus 400 v Ig=0,Ic=1A,L=25mH
V(BRIEBO 7 % Ic=0,1g =50 mA
ICEX 3 mA Tcase = 125°C, VCg = VCEX. VBE=— 15V
ICER 5 mA VCE =480 V. Rgg = 100
leso 30 mA Ic=0,Vgg=5V

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR

VCEsat® 15 v Ic=30A,lg=6A

1.7 v Ic=30A,lg=6A

VBEsat*

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

Résistive load - Charge résistive

ton 08| 2
tg 22| 35 us Vec=150V,Ic =30A ,lgy =—1lg2=6A
u 0412

Inductive load - Charge inductive

Vec=250V,Iic=30AIgend =6 A,

tg 6
us
“ 0,15 VBg=-5V Lpg=3uH
e
* Measured with pulses Tc = 259C Unless otherwise stated — Sauf indications contraires
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ESM738 T

Ic(A)
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FIGURE 1 :DC and AC pulse area. FIGURE 2: C itter voitage vs base
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FIGURE 3 : Power and Ig/g derating vs case temperature FIGURE 4 : Transient thermal response
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FIGURE 6 : DC current gain FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the transistor
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FIGURE & : Saturation voltage
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ESM 738T

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS

o

TRANSISTOR FORWARD BIASED
- During the turn on
- During the turn off without negative bass-emitter voltage

and Rgg =20
Ic|
(A)
Tj <125°C ]
40 Limit for turnon_ L.im'n only

and turn off for turn on

2 %/an__

1]
[} 100 200 300 400 500 Vce(V)
FIGURE 9 : Forward biased safe operating ares
( FBSOA )
Icsm
(A) l l
T; <1259
160 §<1250C
Sus
\g 18 A N— N
120 P 1812 A N P ;
"4 N N 10 us
/. —
— ] A NS
N 2°us"*
/// 7//////// // //////// ///
40¥ / A V2 , ZZA g1, 5 A 7
' N s not limited if their normal con-Y
4 ditions under forward bias are res-
0 pncmd(ls/a, Tj max ).
100 200 300 400 Vcge(V)
FIGURE 11 : Forward biased accidental overioad area
{ FBAOA )

Figure 9 :The hatched zone can only be used for turn on.

Figures 11 and 12 : High accidentai surge currents ( | >lem ) are
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times
during the component life.

Figure 11 :The Kellog network ( heavy print ) allows the calcula-
tion of the maximum value of the shortcircuit current for a given
base current |g ( 90 % confidence ).

Fiqure 12 : After the accidental overload current, the RBAOA has
to be used for the turn off,

P

—o0

T

TRANSISTOR REVERSE BIASED
- During the turn off with negative base-emitter voltage

Ic
(A)
T4 <125°C
60
40 Vge=—3V
20
o
[ 100 200 300 400 500 Vce(V)
FIGURE 10 : Reverse biased safe operating area
( RBSOA )
Icsm T
| T<1250°C
150
125
100 Vge=—3V
75
50
25
0
(] 100 200 300 400 500 Vce(V)
FIGURE 12:R biased area

( RBAOA)

Figure 9 . La zone hachuiée ne doit €tre utilisée que pour la mise
en conduction.

Figures11 et 12 : De forts courants de surcharge (| > Icp ) sont
permis sils sont non répétitifs et appliqués moins de 3000 fois dans
la vie Gu compgasant.

Figure 11: Le réseau de Kellog ( trait gras ) permet le calcul de la
vareur maximale du courant de court<ircuit pour un courant de
base donné Ig ( 90 % de confiance ).

Figure 12 : Aprés le passage du courant de surcharge accidentelle,
on doit utiliser |aire de surcharge accidentelle en polarisation

inverse pour l'ouverture.
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959



ESM738T

(“:) | RESISTIVE LOAD Ic/ig =5 w’; INDUCTIVE LOAD—
Ve = 150 VA ]
4 n Ic/lg =5
R B=
\\ 2 Vec =250V
2 s 1 Fvge=—5V.
1 04
o ton__| 02 -
I o1 | g™
04 s p— et 1 — ,
M —
0,04
0,2
0,02
0,1 0,01
0 5 10 15 20 25 30 Ic (A) o 5 10 15 20 25 30 Ic (A)
FIGURE 13 : Switching times vs collector current FIGURE 14 : Switching times vs collector current
( resistive load )
* |
|
//
200
P |
r — =t |
100
o
0 20 4 60 80 100 120 §(°C)
FIGURE 15 : Switching times vs j
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ESM738T

¢ applications ¢

DRIVER CIRCUIT — C/RCUIT DE COMMANDE—

The use of an antisaturation circuit (DAS with T2) enabes tumn off of the ESM 738
y from the quasi. stats. This gives the following advantages :

= Lower switching times t¢ and t; and smaller switching losses .

spread of storage time t;
- Enlllpd area for the RBSOA

L‘utlisation dun circuit antissturation (Dpg avec To) permet & I'ESM 738 de
commuter directement & partir de |état quasi-saturé. Ce Qqui entraine les avantages
suivants :

— Les temps de commutation (ts, ty) et les pertes de commutation sont plus faibles,
— La dispersion du temps de .nockm est plus restreinte .

— L sire de sécurité en polarisation inverse est plus étendue.

PARALLEL MOUNTING
Figure 11 enables:

I)Thonleuhucnofﬂumuudnnn.dhedhcmwrmu

between two ESM 738 in pnulld
2) The calculation of the emitter i d:

MONTAGE EN PARALLELE

La figure 11 permet:

1) Le calcul dans le cas le plus défavorable, de /a répartition du cou-
rant collecteur entre deux ESM 738 en panlldla

). 2) Le calcul de I

ou il

to have a better sharing.

fe

pour avoir une meilleure répurman

EXAMPLE:IT=40A ,11>15A,12<25A

OVERLOAD PROTECTION — PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES —

The ESM 738 in the switchi under an

g mode i
The new concept «ACCIDENTAL OVERLOAD AREA »

) the absol

when the current is to the rating Icy
i ratings of power transistors. This concept allows :

- to calculate a maximum vnlu- of ﬂl. collector current under short-circuit conditions (for this a Kellog network is given with the FBSOA)

— to find the of an (with the aid of the FBAOA),
= to find the maximum permissible voitage during the turn off under overioad (with the aid of the RBAOA).
L°ESM 738 en régime de ion fi i /le lorsque le /! est a la limite Iopy
Le nouveau concept «AIRE DE SURCHARGE ACCIDENTELLE » compldre les limites absolt d‘utilisatic de pui
Ce concept permet :
— de cal une valeur le du / dans les ditions de cour: it (pour celd nous donnons un réseau de Kellog

avec |'sire FBAOA).

— de trouver la durée dune

ge en

(FBAOA)

— de trouver la valeur maximale admissible de Is tension réapphquée pendant le blocage du transistor aprés la surcharge.

ISC ~
SHORT CIRCUIT| PERMISSIBLE
LOAD s.cC.
CURRENT DURATION
Vee
Example A | Vec =220V, 1g=6A | Isc<108A <20us
'8~ M 738
ExampleB | Vo =300V,1g=8A| Isc<120A <tops ES!

7/8
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ESM 738 T

HIGH EFFICIENCY OPERATING FONCTIONNEMENTA FORT RENDEMENT

When the i ing at col current smaller than Quand /e f au

'C(SAT): its gein is ludnr and its VCE(sat) is smaller. a Ic/“&’:an gain m plu: élevé et s: tension de saturation est plus
sads to the following advantages: a :

- Louu conduction losses. — Des pertes de canducuon plus faibles

— Lower base drive power. — Une puissance de commande de base plus faible.

— Shorter switching times. — Des temps de commutation plus faibles.

The base current y to reach ion can be de- Le ire pour saturer le transistor, peut

termined with the aid of figure 7 . etre dém-mm‘ 8 l'aide de la figure 7 .

EXAMPLE: Ic=20A Ig=2A Forced gain : 10

DARLINGTON \
‘ T

The use of Dardlington configuration allows :
a) High gain with IC near IC(sgt)

EXAMPLE :BUX 48 + ESM 738:for Iy =30 A, 1g<<0,2 A (H27 =150) BUX 48

5

b) Higher collector current with normal gain ESM 738

EXAMPLE :BUX 48 + ESM 738 :for Iy =60 A ,1g <2A (H21 =30)

470 I

L ‘utilisation de la 7 jon Darling P
a) Un gain élevé avec I voisin de IC(sat)
EXEMPLE :BUX 48 + ESM 738 ,pour IT=30A ,Ig <02A (H27=150)

b) Un courant collecteur plus élevé avec un gain normal
EXEMPLE : BUX 48 +ESM 738 ,pour IT=60A ,l1g < 2A (H27 =30}

HIGH POWER SWITCH — COMMUTATION DE FORTE PUISSANCE

The dynamic sharing during the turn off is always better with paraliel transistors, |
than with parallel Darlingtons. u T
The use of parallel in Darli i ion allows to build very high
power switches. I8
—
EXAMPLE : 1 ESM 738 Driver + 3 ESM 738 Power:lT =170 A with iIg =7 A -4

(Consult our factory for other combinaisons)

La n!pamuon y i du dant le bl Ij meilleure
avec des transistors en pnulldla qu tvoc des Darlingtons en pamlldlc
L ‘utilisation de en dans la 9 permet

de réaliser des commutations da trés forte puissance.

EXEMPLE : 1 ESM 738 (commande) + 3 ESM 738 (puissance),
IT=170A ,pourlg=7A

{ Veuillez nous consulter pour d’autres combinaisons possibles)

CONSULT THE THOMSON CSF HANDBOOK
*( e transistor de puissance dans son environnement *
* The power transistor in its environment *
* Handbuch Schalttransistoren*

8/8
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> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

TENTATIVE DATA

ESM 748 (V)

suvrerswitcn  ESIM 749 A ’(VJ

HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT DARLINGTONS
DARLINGTONS HAUTE TENSION,A FORT COURANT

TERS

CIRCUIT PROTECTION.

( SUPERSWITCH

HIGH VOLTAGE , HIGH CURRENT DARLINGTONS ESPECIALLY
DESIGNED FOR FAST POWER SWITCHING IN BRIDGE CONVER-

NO PARASITIC COLLECTOR-EMITTER DIODE . BASE OF OUTPUT
STAGE AND OF DRIVER STAGE SEPARATELY CONNECTABLE.

WIDE ACCIDENTAL OVERLOAD AREA FOR EASY SHORT-

~

-

ESM 749, (V) ESM749 A, (V)

VCEW 400 vV 450 v
Vcev 850 V 1000 V
1Csat 20A 20A
Icsm 80 A 80 A
L J

)

Bq
749
B2 ESM 749 A

\ E _ Isolation voltage : 2.5 kV g, )
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) £5M 749.0V) ESM 749 A (

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 749, 749 A, (V)

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Vceo 400 450 v

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Vee=-15V Vcev 850 1000 v

Emitter-base voltage

Tension émetteur-base Veso 12 12 v

Collector-current IC(RMS) 2% 2%

Courant collecteur icm 35 35 A

Base-current 1B(RMS) 4 4 A

Courant base Ism 10 10

Power dissipation

Dissipation de puissance Tcase25°C Ptot 125 125 w

Junction temperature .

Température de jonction Tj - - 40 +150 ———— oc
e
—

Thermal-resistance junction-case .

Résistance thermique jonction-boitier max Ren(j<) 1 1 o°c/w

June 1982 1/7
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ESM 749,(V)- ESM 749 A, (V)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

[ SYMBOLS I Min lTyp lmx I UNITS I

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE
400 ESM 749
Vv - = =
'CEOsus 450 v com7aga 'B=0.1C=02A, L=15mH
V(BRIEBO 12 ' Ic=0,lg=5mA
Ice 0,2 mA Tj =25°C VCE = VCEV. VBE=—7 V. R1 =2702,R2 =100
v 2 Tj=100°C Diodes(B1—B):: 2 x PLQ 08
05 Tj = 25°C
M 1= = . <
IcCER 4 mA T1=100°C VcE = VCev: Rt <27Q;R2<10Q
1EBO(T2) 1 mA Ic=0,Vgg2=—7V

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR

VCEsai® 14 | 2 v T{=100°C Ic=20A. lg=1A
VCEsa?® 25 v Ic=30A,lg=3A
VeEat* 25 v Ic=20A.lg=1A

SWITCHING CHARACTERIST!

ICS — CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION®*

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE

7|1

fon 0 i Ve =150V, Ic=20A,lg  =1A,Rc=75%,
17 |2

b 5 1 Rgg=06§2,-Vgg=7V.tp=30ss

Y 06 |12 | ms

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION

. O
o/ 2: Alus :::33050 Vec =300V ,Rc=0, g1 =15A,tp=30us
5 Tj = 250C
1= = = lp1=
VCE(3 ps) 10 \ T, = 1000€ Vcc =300V ,Rc =158 lg1=1A
28 T; = 260C
: i= _ _ _
VCE (5 us) 52 v 7} — 100¢ Vec =300V ,Rc=158,1g1 = 1A

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTER

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE

ISTIQUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE

With negative bias - Avec polarisation négative

. 185 Tj=25°C
i 29 | a ad T} = 1009C Ic=20A
g1=1 A
- 0,18 us Tj=25°C —vgg=7V
" 0,44 0,75 Tj = 100°C Rgg =06
- 0,04 Tj = 25°C Vee =150V
0,12 b Tj = 100°C Vciamp =400 V
048 T; = 250C Lc=04mH
te 11 b Tj = 1009C
M‘nh antisaturation network - Avec réseau antisaturation
) 18 Tj=25°C
b 27| & e Tj = 1009C le=204
B1=
i 0,22 . Tj = 25°C “Vgg=7V
i 0,46 | 0,75 Tj = 100°C Rgg =06 2
t 0,05 T = 25°C Vee =150V
b 0,14 i Tj =100°C Vclamp =400V
Lc =04 mH
058 Tj = 259C ¢
te 112 s Tj = 100°C
** T; = 250C Unless otherwise stated * Pulses o <00us  5<2%
i= Impulsions P

217
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ESM 749,(V)- ESM 749 A, (V)

FIGURE 1 : TEST CIRCUIT FOR SWITCHING TIMES
- with resistive load
_with inductive load wi " " N
- with inductive load with anti ik L

- - -

With antlntundo‘e network

(1) Fast electronic switch
(2) Non-inductive resistor

(3) Fast recovery rectifier

FIGURE 2 :TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS

. } Load resistor under short-circuit
Vce C -
v (A) el
Ic = Icsat —=. Rc =0
VCE (3us) ic=0.11 dig/dt = 0,9 Icgae/tyi
C t
2v VcE (Sus) :
>t t
—] 3‘.5'4_ v : i I’
Y Wt e i 15 | i
(A) 1 (A)
1
|
091g
-t t

FIGURE 3 :TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS ( INDUCTIVE LOAD )

3
Vce. ic
V) (a)
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ESM 749,(V)- ESM 749 A (V)

Ic| \Z
CE
(A) )
102r— ESM 749 A
5 1000 T
oy | | ‘\
2 ] ESM 749
10! =t N
5 - 800 N
2 +—-
10 N
® T 600 N
2 1 N
101~ Tc=28°C o~ ;—- N N
] i H o«
B vl ]
2 4 6 8 2 S5 2 2 S5
100 ot 2 46845 2 ‘/celV) 100 10! 5102 1032 5104 Rge(n)
FIGURE 4:DC and pulse area FIGURE § : Collector-emitter voitage vs base-emitter
resistance.
%[ K T
6
afl—5=03 -
Ll
N RS- g
L \ R __—1 7
=02 L1
™ 4 it // /
L ] 2
\ » & 107! _ 0.\ Zth = Ry - K 4
‘,' 5= P [
50 6 /o° I H
o' T T
NN DA
\ : ‘T
= N
2
[} 102 -
0 2 S0 7% 100 125 150 175 T¢c(°C) 10-2 10! 100 10! 102 tplms)
FIGURE 6 : Power and Ig/g derating vs case temperature FIGURE 7 : Transient thermal response
CASE OUTLINES
- 12.9 «l?2 %
CB-285 3 : '3;.1 cB416
.9
! 32 [t
9. 109 a6 y .2 9.5 14109 EE- AR -
0.5 N3 ] T e 405 'TW: 13 M3 i 1] 64 & 4.0
::.2 | | .25 %“L . 4.25
Pl ey o s
H Ay i = 3
4. 4 nas Ot . — "o
_*__ . H 7I L ==K e i F_J},,_é o ¥
N }
0.75 3 LQ_
0.85 195 22.70 223 0.8s 22.3
2.05 23.10 227 22.7
3005
3025
38.90
— 39.10 3910
v 2 |
4 3
£ 2 Outputs
dear 450'!‘
Marquage : en ciai
Note - Pin 3 may be omitled
La broche 3 peut étre omese.
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ESM 749,(V)- ESM 749 A (V)

h21e T I
N, Veg=5V_] @)
N
500 ~,
\| \ ,
AR -
‘°°L \ 3%_\’ — [~
S "
N \¢ 72
[y 0,1 7
O, 2 .
- N\ s
Jo / , N
= ~ Py
<3 AN A
1 <
‘tealo ] ~ [,'
T=1=t= 00017
[} 10 20 ic (A) ] 10 20 Ic (A)
FIGURE 9 : DC current gain FIGURE 10: Minimum base current to saturate the transistor
VBE[ Vel
(\"] V)
— A
30 A
2 7¢ﬁ0 : 2 %4 \\
/\cm A [—
2
4
—1
1 1 (] 104
oL 0
[} 1 2 3 Ig (A) 0 1 2 3 ig (A)
FIGURE11: Base characteristics FIGURE12: Collector saturation region
v Ic|
Veeat , I
BEsat1
(v) Ic/tig=20 - C | Vce=2V
zor <
10|
0l . ol
(] 10 20 T30 - IclAa)

FIGURE 13: Saturation voltages

967

1 15 2 VBE(IV)

FIGURE 14 : Collector current spread vs base emitter voltage
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ESM 749,(V)- ESM 749 A (V)

Re1

i.l. Ve

TRANSISTOR FORWARD BIASED

- During the turn on

- During the turn off without negative base-emitter voltage
and Rgg < 50 0

TRANSISTOR REVERSE BIASED
- During the turn off with negative base-emitter voitage

ic T T 1
™ T; <1250C ( ‘S
] ] Tj < 125°C
—-Vgg=7V
L 20
<
15 15 §|_ g
3 |2
10 10
1, <0,2 us: e
3
5 5 .,
r S0,5 s \
1] ol —
0 200 400* 700 Vcg(V) o 400 800 VcgelV)

F!GURE 15 : Forward biased safe operating area (FBSOA)
ESM 749 At 450V

Icsm
(A ]___T1;<1280C
80! | 5 x
1
PP e ) < |} _
of YA N %, ]
/ I Pag 8]
P oS XN v
. z
0,25 A ~ —
I e, B I
35 cmV
mA
<
{2l |
2 ~
N is not limited if the normal conditions und ﬁ
forward bias are r ed (Ig/g, Tjmax) w
0 100 200 300 400 VCg(V)

FIGURE 17 : Forward biased accidental overload ares (FBAOA)

Fignra 15 : The hatched zone can only be used for turn on.

Figures 17 and 18 : High accidental surge currents ( | >lcm ) are
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times
during the component life.

Figure 17 : The Kzllog network ( heavy print ) allows the calcula-
tion of the maximum value of the short<ircuit current for a given
base current Ig ( 90 % cenfidence ).

Figure 18 : After the accidental overload current, the RBAOA has

10 be used for the turn off.
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FIGURE 16 : Reverse biased safe operating area (RBSOA)
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FIGURE 18 : biased acc 1} area (RBAOA)

Figure 15 : La zone hachurée ne doit étre utilisée que pour la mise
en conduction.

Figures 17 pt 18 : De forts courants de surcharge ( | > Icm ) sont
permis s'ils sort non répétitifs et appliqués moins de 3000 fois dans
la vie du composant,

Figure 17 : Le réseau de Kellog { trait gras ) permet le calcul de la
valeur maximale du courant de court<ircuit pour un courant de
base donné /g ( 90 % de confiance ).

Figure 18 : Aprés le passage du courant de surcharge accidentelle,
on doit utiliser 1aire de surcharg e en polarisati

inverse pour |‘ouverture.
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